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Wyrzutnia elektronowa

1

Niniejszy wynalazek dotyczy wyrzutni elektro-
nowej dla telewizyjnego kineskopu, a w szczegol-
noéci wyrzutni elektronowej zawierajacej podiuz-
ne rezystywne soczewki ogniskujace.

Jak zaznaczono w niniejszym opisie termin ,so-
czewka rezystywna” odnosi sie do elektrostatycz-
nej soczewki ogniskujgcej, w ktoérej rozkiad po-
tencjaldw w obszarze soczewki jest wyznaczony
rezystywnym dzielnikiem napiecia rozmieszczo-
nym wzdluz soczewki. Jeden gz rodzajéow takich
soczewek jest opisany w opisie patentowym Sta-
néw Zjednoczonych Ameryki nr 3932788, udzielo-
nym F. J. Camphell’lowi w dniu 13 stycznia 1976 r.
Soczewka opisana w tym opisie patentowym za-
wiera szereg plytek metalowych z otworami, kt6-
re to plytki sg przylaczone do usytuowanych w
pewnym odstepie odczepéw wzdiuz dzielnika ma-
piecia. Plytki z otworami sg zamocowane w usta-
lonej pozycji poprzez osadzenie ich krawedzi na
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sa ulozone na przemian z blokami izolacyjnymi w
stos. Blokami izolacyjnymi sg bloki ceramiczne,
ktorych co majmniej jedna powierzchnia czolowa
jest pokryta materialem rezystywnym. Plytki i blo-
ki s tak skonstruowane, ze wzdluz stosu z blo-
kéw i plytek od jednego kornca stosu do drugie-
go tworzy sie ciggla struktura rezystywna o ré6w-
nomiernie rozlozonej duzej rezystancji, gdy do
stosu doprowadza si¢ rbéznica mnapigé, przeplywa
przez miego prad, ktéry powoduje, ze kazda elek-
troda plytkowa stosu ma inny potencjal. ,

Opis patentowy Stanéw Zjednoczonych Amery-
ki nr 4124810, udzielony w dniu 07 listopada 1978 r.
D. P. Bortfeld’owi i innym, dotyczy wymagan
stawianych odno$nie rozkladu potencjaléw w so-
czewce ogniskujacej. Podaje sie tutaj, ze majbar-
dziej korzystnym rozkiadem potencjailéw jest roz-
klad odwzorowywany krzywg wykladniczg wzdluz
toru wigzki elektronéw. Moze to byé osiggniete

szklanym wsporniku podiuznym, ktéry stuzy réw- g4 przy zastosowaniu soczewki rezystywmej takiej,
niez jako podioze dla rezystoréw dzielnika, nalo- jaka jest opisana w opisie patentowym udzielo-
zonych na nim. nym Abeles’owi — poprzez odpowiednig gradacje
Modyfikacjg soczewki rezystywmej, ktoérej twor- rezystancji kolejnych blokéw rezystywmych ulozo-
ca jest Camphell, jest soczewka opisana w opisie nych wzdluz stosu. Jednakze taka procedura jest
patentowym Stanéw Zjednoczonych Ameryki nr g kosztowna i skomplikowana z tego wzgledu, ze
4091 144, udzielonym J. Dresner’owi i innym w kazdy blok rezystywny powinien byé przetestowa-
dniu 23 maja 1978 r. oraz w towarzyszacym zglo- ny i dobrany tak, aby mial $ci§le wyznaczona
szeniu patentowym nr kolejny 51400 dokonanym rezystancje. .
w dniu 25 czerwca 1979 r. przez B. Abeles’a, W Tak wiec bloki rezystywne dla takiej soczewki
rozwigzaniu zmodyfikowanym plytki z otworami s DPowinny byé wykonane bardzo dokladnije i zmon-
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towane we wlasciwej kolejnosci w stosie rezystyw-
nym.

Aby uprosci¢ strukture rezystywna dla wyrzutni
elektronowej nie naklada sie dokladnie okreslo-
nych wymagan co do rozkladu potencjatow wzdluz
osi podluznej soczewki, to znaczy rozkladu napie-
cia wzdluz toréw wigzek elektronéw w obszarze
soczewki miedzy powi@rzchniami elementéw elek-
trodowych. W praktycé roinia sie one nieznacznie
i rozklad potenejaléw Wwzdluz osi zwykle jest wy-
gladzonych odwzorowahiem profilu powierzchnio-
Wego.

Zostalo przez nas stwierdzone, ze stan optymalny
ktorym jest wykladnicza charakterystyka rozkla-
du potencjatéw w obszarze soczewki, moze by¢ z
dostatecznym  stopniem  przyblizenia osiggniety,
jezeli wynikowa krzywa rozkladu potencjaiow be-
dzie sie skladala z dwoch odcinkéw prostych o
ré6znych  nachyleniach, co odpowiada temu, ze
obszar soczewki jest podzielony na dwie strefy o
réimych gradientach potencjatéow. I przy tym so-
czewka nie odznacza sie zwiekszong aberacja. Po-
nadto zostalo przez mas stwierdzone, ze wartosci
tych dwéch nachylen odeinkéw prostych powinny
fbyé w stosunku jak 1:2, co moze by¢ uzyskane w
systemie soczewkowym tréjpotencjalowym lub w
soczewce uproszczonego dwupetencjalowego typu
— pod warunkiem, pewnej modyfikacji takiej,
aby soczewka wrezystywmna, ktorej autorem jest
Abeles, byla skonstruowana z zastosowaniem jed-
nakowych blok6w rezystywnych, ze wzgledu na
koniecznosé znacznego  uproszczenia konstrukeji
soczewki i zmniejszenia kosztow wytwarzania ta-
kich soczewek.

Jak zaznaczono, termin ,tréjpotencjalowy” doty-
czy systemu soczewkowego, zawierajacego przy-
najmniej trzy elektrody, z ktérych pierwsza, bio-
‘rgc pod uwage tor wigzki elektron6w, pracuje przy
potencjale posrednim, druga — przy potencjale
minimalnym, a trzecia — przy potencjale przys$pie-
szajgcym kineskopu zawierajacego soczewke.

Wyrzutnia elektronowa majgca rozklad poten-
cjatow wzdluz osi kineskopu taki, jaki jest stoso-
wany w rozwigzywaniu powszechnym, jest opisana
w opisie patentowym Stanéw Zjednoczonych Ame-
ryki nr 3995194, udzielonym w dniu 30 listopada
1976 r. A. P. Blacker'owi Juniorowi i innym.

Terminy ,jrezystywny stos soczewkowy” i
zystywna struktura soczewkowa” s3 w niniejszym
opisie zastosowane zamiennie i oznaczajg kazdy:

,,Le=

(a) cze$é calego stosu soczewkowego zawieraja-
cego szereg elektrod plytkowych i szereg umiesz-
czonych w jednej linii blokéw rezystywnych,

(b) caly stos soczewkowy zawierajacy szereg
elektrod plytkowych i wszystkie bloki rezystywmne
w stosie lacznie z taka sytuacja, gdy cze$é stosu ma
dwa lub wiecej blokéw rezystywnych w kazdym
stopniu stosu.

Przedmiotem wynalazku jest wyrzutnia elektro-
nowa ‘zawierajgca podluzne wsporniki z materiatu
izolacyjnego oraz zamontowane kolejno na tych
wspornikach elementy skladowe wyrzutni takie,
jak katody, ktérych powierzchnie czolowe sg po-
kryte warstwa emitujaca elektrony, siatkowa elek-
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troda sterujgca, siatkowa elektroda ekranujgea,
pierwsza elektroda soczewkowa, druga elektroda
soczewkowa, trzecia elektroda soczewkowa, rezy-
stancyjna struktura soczewkowa usytuowana i ele-
ktrycznie wlgczona miedzy dwoma elektrodami so-
czewkowymi, skladajaca sie ze stosu ulozonych
na przemian elektrod plytkowych z otworami dla
przejscia wigzek elektron6w emitowanych przez
katody i rezystancyjnych blokéw dystansowych,
ktéry to stos stanowi elektrycznie cigglg struktu-
re soczewkowsy od jednego jego konca do drugie-
go, oraz przewodniki pradu elektrycznego poig-
czone z elektrodami soczewkowymi przeznaczony-
mi do doprowadzania do elektrod soczewkowych
napiecia skupiajacego i przyspieszajqcego, k't(n'e to
napiecia powodujg przeplyw pradu elektrycznego
przez rezystywmg strukture soczewkowsq. Zgodnie
z wynalazkiem rezystywna struktura soczewkowa
jest wlaczona miedzy drugg a trzecig elektrodami
soczewkowymi i sklada sie z dwéch sekcji, z kt6-
rych pierwsza sekcja zawiera miedzy kazda para
kolejnych elektrod plytkowych kilka rezystyw-
nych blokéw dystansowych, a druga sekcja zawie-
ra miedzy kazdg para kolejnych elektrod plytko-
wych mniejszg liczbe rezystywnych blokéw dystan-
sowych. Przy tym wszystkie bloki dystanso-
we rezystywnej struktury soczewkowej maja
jednakowg rezystancje, a pole elektryczne wytwo-
rzone przeplywajacym przez strukture pradem elek-
{rycznym na odcinku wyznaczonym przez pierw-
szg sekcje struktury soczewkowej odznacza sie
mniejszym gradientem potencjalu niz pole elek-
tryczne na odcinku wyznaczonym przez druga sek-
cje struktury soczewkowej.

Kazdy stopien sekcji struktury soczewkowej
zawiera dwa rezystywne bloki dystansowe, a kag-
dy stopien drugiej sekcji struktury soczewkowej
zawiera jeden rezystywny blok dystansowy.

Elektroda plytkowa usytuowana migdzy pierw-
sza a druga sekcjg rezystywnej struktury soczew-
kowej jest polaczona przewodnikiem elektrycz-
nym z pierwsza elektroda soczewkows.

Przedmiot wynalazku w przykladzie wyko-
nania jest przedstawiony na rysumku, na ktérym
fig. 1 jest widokiem z boku wyrzutni elektrono-
wej wedlug wynalazku, fig. 2 jest przekrojem
wzdiuznym wedtug linii 2 — 2 wyrzutni elektro-
nowej z fig. 1, fig. 3 jest przekrojem wzdluz linii
3 — 3 wyrzutni elektronowej z fig. 1 i przedsta-
wia elektrode plytkowa oraz blok rezystywny re-
zystywnego systemu soczewkowego wyrzutni ele-
ktronowej z fig. 1, fig. 4 jest powiekszeniem prze-
kroju struktury soczewkowej wyrzutni elektrono-
wej z fig. 1, fig. 5 jest widokiem z boku czeScio-
wego przekroju wyrzutni elektronowej wedlug
korzystnego przykladu realizacji wynalazku, fig.
6, 7 i 8 sag schematycznym przedstawieniem zmo-
dyfikowanych wyrzutni elektronowych z fig. 1
i fig. 2, fig. 9, 10 i 11 sy schematycznym przed-
stawieniem zmodyfikowanych wyrzutni elektrono-
wych z fig. 5. )

Szczegblowy opis korzystnego przykladu reali-
zacji wynalazku.

Niniejszy wynalazek jest przedstawiony w od-
niesieniu do tréjwigzkowej wyrzutni elektrono-
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wej z wigzkami elektronéw usytuowanymi w jed-
nej plasazczyznie. Jednakze mnalezy zaznaczyé€, ze
wynalazek moze byé zastosowany réwniez w wy-
rzutniach elektronowych innego rodzaju.

Jak pokazano ma fig. 1 i fig. 2 wyrzutnia ele-
ktronowa 10 zawiera dwa r6wnolegle szklane
wsporniki 12, na ktéorych s3 zmontowane roézine
elementy skladowe wyrzutni elektronowej. Na
jednym z koncow wspornik6w szklanych 12 sg
zmontowane trzy kolpaczkowe katody 14, majgce
na swych koncowych Sciankach powierzchnie emi-
tujgce elektrony. W pewnej odleglosci w poblizu
katod 14 sg zmontowane: siatkowa elektroda ste-
rujgca 16 (Gl), siatkowa elektroda ekranujgca 18
(G2), pierwsza elektroda soczewkowa 20 (G3), dru-
ga elektroda soczewkowa 22 (G4) i trzecia elektro-
da soczewkowa 23 (G3). Trzy katody 14 emitujg
elektrony, ktorych wigzki majg tory lezgce w
jednej plaszeczyznie przechodzace przez odpowied-
nie otwory w elektrodach.

Elektrody siatkowe GI i G2 maja zasadniczo
plaskie elementy metalowe, z ktéorych kazdy ma
irzy otwory usytuowane w jednej limnii, przy
czym otwory w jednym plaskim elemencie elektro-
dy sa usytuowane wspoélosiowo wzgledem otwo-
ré6w w drugim elemencie plaskim elektrody.

Kazda z elektrod G3 i G4 zawiera po dwa za-
sadniczo prostokatnie uksztaltowane elementy
kolpaczkowe polgczone swobodnymi koncami. Na
kazdej z powierzchni czolowych czesci kolpaczko-
wych s3 wykonane po frzy usytuowane w jednej
linii otwory wspoblosiowe wzgledem trzech toréw
wigzek 24.

Elektroda G35 zawiera zasadmiczo prostokagtnie
uksztaltowany element kolpaczkowy o podstawie,
ktérej powierzchnia czolowa jest zwrécona w kie-
runku elektrody G4 i ma trzy usytuowane w jed-
nej linii otwory wspolosiowe wzgledem trzech to-
réw 24 wigzek elektronow.

Kolpaczek ekranujgcy 26 jest przymocowany do
elektrody G5 tak, iz jego podstawa przylega do
otwartego konca elektrody G5. Kolpaczek ekranu-
jacy 26 ma trzy usytuowane w jednej linii otwo-
ry wykoname w jego podstawie, przy czym kazdy
z tych otworéw jest wspélosiowy wzgledem toré6w
24 wigzek elektronéw. Kolpaczek ten jest wypo-
sazony w kilka elementéw sprezynujgcych przy-
twierdzonych do Scianki bocznej koipaczka ekra-
nujgcego z jego otwartego konca. Te elementy
spreziynujgce 28 sg przeznaczone do ustalania po-
lozenia wyrzutni elektronowej 10 wewngtrz cze$ci
szyjkowej lampy kineskopowej (nie pokazanej na
rysunku) i zapewniajg styk elektryczny z warstwg
przewodzaca prad elektryczny nalozong na po-
wierzchnie czgsci szyjkowej lampy, na skutek cze-
go zapewnia sie doprowadzenie wysokiego napie-
cia do kolpaczka ekranujgcego bedgcego elektro-
da G3.

Dla zapewmnienia wla$ciwego funkcjonowania
wyrzutni elektronowej 10 jest ona wyposazona W
glowne soczewki skupiajace wumieszczone miedzy
elektrodami G4 i G5 oraz we wtérne soczewki
ogniskujace umieszczone miedzy elektrodami G3
i G4. Role tych soczewek spemiajg struktury re-
zystywne: gléwna 30 i wtérna 32. ~
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Kazda ze struktur soczewkowych rezystywnych
30 i 32 ma postaé¢ stosu. Jest ona skonstruowana
tak, jak to jest opisane w zgloszeniu dokonanym
przez Abeles’a. Kazda z soczewek 30 i 32 zawie-
ra po kilka elektrod plytkowych 34. Jak pokaza-
no mna fig. 3, kazda elektroda piytkowa 34 ma
trzy usytuowame w jednej linii otwory 36, z kt6-
rych kazdy jest wspoélosiowy z odpowiednim to-
Tem wigzek elektronéw 24. Elektrody plytkowe 34
sg ulozone w stos na przemian z prostopadto-
$ciennymi blokami dystansowymi 38, Para blo-
k6w dystansowych 38 jest umieszczona miedzy
dwoma kolejnymi elektrodami plytkowymi 34. Kaz-
da para blokow dystansowych 38 jest umieszczo-
na po przeciwleglych stronach Srodkowego otwo-
ru 36 i w poblizu zewnetrznego konca elektrody
plytkowej 34. Przynajmniej jeden blok kazdej pa-
Ty blokow dystansowych 38 zawiera blok rezy-
stywny 40 taki, jaki jest opisany dalej. Inny blok
pary blokéw dystansowych 38 moze stanowié albo
biok rezystywny 40 albo tez blok izolujacy 42.
Gdy tylko jeden blok rezystywny 40 powinien byé
umieszczony miedzy parg elektrod plytkowych 34,
wowcezas izolujgcy blok dystansowy 42 jest umie-
szczony celem zapewnienia wymaganych wlasci-
wosci mechanicznych.

Bloki rezystywne 40 korzystnie skladaja sie z
bloiké6w izolujgcych 42, ktérych co mnajmniej jed-
na z powierzchni jest pokryta warstwg odpowied-
niego materialu, odznaczajacego sie duzg rezysty-
wnoscig. Korzystnym jest stosowanie w tym celu
metaloceramiki.

Jak pokazano na fig. 4, kazdy z blokéw rezy-
stywnych 40 jest wyposazony w dwie odizolowa-
ne elektrycznie warstwy metalizacji 44 naltozome
na dwoch przeciwleglych powierzchniach blokéw,
ktére sie stykaja z para elektrod plytkowych 34.
Po nalozeniu na powierzchniach blokéw rezystyw-
nych warstw metalizacji 44 i przed zamontowa-
niem t{ych blokéw w stosach soczewkowych 30
lub 32 s3 one pokrywane warstwa 46 odpowied-
niego materialu odznaczajacego sie duzg rezystyw-
noécia naktadang na powierzchnie, ktéra Ilgczy
dwie wzajemnie przeciwlegle powierzchnie me-
talizowane. Warstwa rezystywna 46 pokrywa row-
njez czeSci narozne bloku 40 tak, aby zapewnié
dobry styk elektryczny z cze$ciami powierzchni
warstw metalizacji 44. Bloki rezystywme 40 s3
nastepnie montowane wraz z elektrodami ptytko-
wymi 34 i zabezpieczane za pomocg lgcznika 48
wykonanego z brgzu. Aby zapewnié dobry styk
warstwy metalizacji 44 z lgcznikami brazowymi,
czg$¢ warstwy 44 jest majpierw pokrywana pa-
skiem 50 z miklu. Pasek mniklowy 50 przylega do
srodkowej c_zes’ci warstwy metalizacji 44 i w ten
spos6b zapobiega przenoszeniu materialu lgczni-
ka na warstwe metalizacji.

Przy takim rozwigzaniu struktury soczewkowej
30 lub 32 zmontowanej w postaci jednorodnego
zespolu zapewmiona zostaje ciggloéé elektryczna
od jednego kohca do drugiego kazdego stosu, w
ktérym kazdy blok rezystywny 40 wprowadza
wystarczajacg rezystancje miedzy kazdymi dwie-
ma sasiednimi elektrodami plytkowymi 34, W ten
spos6b uzyskuje sie rezystancyjny dzielnik napie-
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cia, w ktorym, gdy odpowiednie mnapiecia sa do-
prowadzone do dwoéch elektrod soczewkowych na
koneach stosu, plyng prady przez warstwy 46 wy-
wolujac spadki napiecia wzdluz stosu soczewko-
wego, na skutek czego ustalaja sie réimice poten-
ejatow ma kazdej z elektrod plytkowych 34 stosu.
Takie roéznice napie¢ powoduja, ze tworzy sie po-
le elektryczme o gradiencie mapigecia, wywoluja-
eym wymagane osiowe profile potencjalowe so-
ezewek.

Przy wykorzystaniu technologii opisanej powy-
zej, soczewki rezystywne 30 s3 wytwarzane z
osmiu elektrod plytkowych 34 i siedmiu blokéw
rezystywnych 40. Jak pokazano ma fig. 1, bloki
rezystywne 40 sg ustawione w jednej linii w goér-
nej czesci soczewki 30. Siedem blok6éw ustawio-
nych w jednej linii w dolnej cze$ci soczewki 30
s3 niemetalizowanymi blokami izolacyjnymi. Re-
zystywne bloki 40 na rysunku s3 zaznaczone krop-
kami w odréznieniu od niemetalizowanych blokéw
izolacyjnych 42.

Podobnie jest skonstruowana stosowna struktu-
ra soczewkowa 32, skladajgca sie z czterech elek-
trod plytkowych 34 i trzech blokéw rezystywnych
40. Jak pokazano ma fig. 1, trzy bloki rezystywme
40 sq umieszczone w jednej linii w goérmej czesci
soczewki, a trzy bloki izolacyjne 42 sg umieszczo-
ne w jednej linii w dolnej czesci soczewki.

Pierwszy przewodnik elektryczny 52 jest przy-
mocowany do elektrody G4 i jest skierowany ku
zewnatrz kineskopu, w ktéorym jest umieszczona
wyrzutnia elektronowa 10. Ten przewodnik po-
zwala doprowadzi¢ napiecie skupiajgce do elektro-
dy soczewkowej G4. Drugi przewodnik 54 jest
przymocowany jednym koncem do elektrody GS3,
a drugim koncem do elektrody plytkowej 34 znaj-
dujacej sie wewmnatrz stosu glownej soczewki 30.
W czasie dzialania wyrzutni elektronowej 10 po-
tencjal przyspieszajacy jest przylozony do elektro-
dy G5 poprzez styki sprezynujace 28 przymoco-
wane do kotpaczka ekranujgcego 26. Zwykle w
wyrzutniach elektronowych 10 napiecie skupia-
jace wynosi 57 kV, a napiecie przyS$pieszajace
— 30 kV. Napiecia te sg doprowadzane do elek-
trod G4 i G5 odpowiednio.

Gléwna struktura soczewkowa 30 moze mieé od-
czepy laczace za pomocy przewodnika 54 pewne
wybrane elektrody plytkowe 34 w tym celu, aby
doprowadzié¢ odpowiednie mapiecie, na przyktad
13 kV, do elektrody G3. ~ ,

W takiej konstrukcji stos soczewkowy 32 jest
polaczony elektrycznie réwnolegle z pierwsza, lub
wejsciowq, sekeja stosu soczewkowego 30, to zna-
czy z sekcjg, ktérg wigzki elektronéw wchodzg do
soczewki 30, miedzy elektrodg G4 i $rodkowa
elektroda plytkowa 34, do ktoérej przylgczony jest
przewodnik 54. Jezeli liczba blokow rezystyw-
nych 40 w strukturze soczewkowej 32 jest réwna
liczbie blok6w rezystywnych sekcji wejsciowej
struktury soczewkowej 30 jak pokazano na
fig. |1, prad przeplywajacy przez sekcje wej-
Sciowg soczewki 39 jest rowny jednej drugiej
pradu, ktéry przeplywa przez drugg, wyjsciowg
sekcje, to znaczy przez sekcje, przez kto-
ra wigzka opuszeza przestrzen soczewkows, mie-
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dzy Sérodkowag elektrody plytkows 34 polaczong z
odczepem 54 a elektrodag G5. W wyniku tego usta-
la sie wynikowy liniowy profil potencjalowy
wzdluz stosu soczewkowego 30 tak, iz machylenie
profilu potencjalowego wzdluz sekcji wyjsciowej
jest r6wne jednej drugiej nachylenia profilu po-
tencjalowego wzdluz sekcji wyjscjowej. Poprzez
wybdér odpowiedniej elektrody plytkowej, do kt6-
rej dolaczony jest odczep, wynikowy profil linio-
wy moze byé uczyniony bardzo zblizonym do ide-
alu, ktéorym jest krzywa wykladnicza.

Na figurze 5 przedstawiono nowg wyrzutnie
elektronowg 110 wedlug wymalazku, ktéra jest
modyfikacjg wyrzutni elektronowej 10 i zawiera -
kilka elementéw skladowych podobnych do tych.
jakie wchodzg w sklad wyrzutni elektronowej 10.
Na fig. 5 te elementy skladowe sg oznaczone sym-
bolami liczbowymi zwiekszonymi o 100 w poréw-
naniu z oznaczeniami identyfikujgcymi takie sa-
me elementy skladowe wyrzutni elektronowej 10
przedstawionej na fig. 1 i fig. 2.

W wyrzutni elektronowej 110 soczewka rezy-
stywna miedzy elektrodami G3 i G4 jest wyeli-
minowana i zastosowana jest tylko soczewka rezy-
stywna 130 miedzy elektrodami G4 i G5. Gléwna
soczewka skupiajagca 130 miedzy elektrodami G4
i G5 sklada sie ze stosu ulozonych na przemian
elektrod plytkowych 134 i blokéw rezystywnych
140. Jak pokazano na fig. 5, rzad szeSciu umiesz-
czonych w jednej linii blokéw rezystywnych 140
jest przewidziany w goérmej czeSci soczewki 130.
W dolnej czesci soczewki umieszczony jest drugi
rzad ustawionych w jednej linii blokéw. W tym
rzedzie pierwsze dwa bloki w poblizu elektrody
G4 sa blokami rezystywnymi 140, a cztery bloki
w poblizu elektrody G5 s3 blokami izolacyjnymi
142. Polgczenie elektiryczme jest w wyrzutni elek-
tronowej 110 zapewnione za pomoca lgcznika 152
doprowadzajacego mnapiecie ogniskujace, ktéry to
tacznik 154 laczy elekirode G3 w jedng z elektrod
plytkowych 134 struktury soczewkowej 130, znaj-
dujaca sie w Srodku stosu soczewkowego, Soczew-
ka 130 jest w ten spos6b podzielona na sekcje:
wejsciowa dwustopniowa oraz wyjsciowg cztero-
stopniowa.

Jako wynik takiego uksztaltowania elektryczme-
go ukladu wyrzutni elektronowej prad przeplywa
przez laoznik 152 i przez rezystywng strukture
soczewkowa 130 w kierunku od elektrody G4 ku
elektrodzie G5. Poniewaz dwa bloki rezystywne
140 sg przewidziane w kazdym, pierwszym i dru-
gim, stopniu struktury soczewkowej 130, na kaz-
dy z tych stopni spadek mnapiecia bedzie réwny
polowie spadku mnapiecia ma kazdy z mastepnych
z czterech stopni, z ktérych kazdy zawiera tylko
jeden blok rezystywny 140. W wymniku profil po-
tencjalowy ustalony wzdiuz struktury soczewko-
wej 130 bedzie mial nachylenie w obszarze pierw-
szych dwoéch stopni réwno jednej drugiej machy-
lenia profilu potencjalowego, jaki uzyskuje sie w
obszarze pozostalych czterech stopni. Tak wiec
tak samo, jak glowna soczewka 30 wyrzutni elek-
tronowej 10, gléwna soczewka 130 wyrzutni elek-
tronowej 110, ma pierwsza sekcje wejSciows, kté-
ra jest réwnolegla do drugiego rezystywnego sto-
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su soczewkowego oraz drugy wyjsciowa sekcje,
ktéra jest szeregowa z sekcja wejsciowa. Pod tym
‘wzgledem dolne dwa bloki rezystywne 140 pierw-
.8zych dwoch stopni struktury soczewkowej 130
1moga byé uznane za podobne do stosu soczewko-
wego 32 miedzy elektrodami G3 i G4, w wyrzutni
«elektronowej 10 przedstawionej na fig. 1 i fig. 2.

Wyrzutnia elektronowa 110 jest wiec wyposazo-
mna w niezbyt kosztowng konstrukcje soczewkowsy,
-z ktérej zostala wyeliminowana struktura rezy-
-stywna miedzy elektrodami G3 i G4, a przy tym
osiggnieta zostala wymagana réwmoleglo$é tak,
.aby zapewnié uzyskanie jednej lub dwéch war-
to$ci nachylenia krzywej rozkladu potencjatu

-wzdtuz gléwnej struktury soczewkowej skmpiaja-_

<cej 130,

Przy projektowaniu rezystywnego stosu soczew-
kowego wyrzutnie eléktroriowych 10 i 110 powin-
‘ny byé uwzglednione nastepujace kryteria projek-
towe: - ' '

1. Stos soczewkowy powinien zawieraé wystar-
czajacg liczbe ogélng stopni, to zmaczy blokéw
Tezystywnych 40 lub 148 tak; aby na kazdy blok
przypadala okre$lona warto§é spadku napiecia nie
przekraczajgca wytrzymato$ci elektryczmej bloku.
‘Na obemym etapie rozwoju technologii dzieki za-
stosowaniu odpowiednich materialéw rezystywnych
i sposobéw wytwarzania oraz metod projektowa-
nia wyrzutmi elektronowych i technologii wytwa-
Tzania poszczegblnych ich cze$ci skladowych moz-
liwe jest spelniemie nastepujacych wymagan: do-
puszczalny maksymalny spadek napiecia ma jed-
nym bloku rezystywnym moze wynosié okolo
4000 V przy bloku o grubosci okolo 1,02 mm. W
niektérych przypadkach moina uzyskaé wiekszg
wytrzymalo$é elektryczng, dopuszczajaca, aby spa-
‘dek napiecia przypadajagcy mna jeden blok rezy-
stywny wynosit okoto 6000 V. W przypadku, gdy
na jeden blok przypada o wiele wiecej niz 4000 V,
uklad staje sie niestabilny elektrycznie i moze pow-
staé iskrzenie.

2. Nalezy wunikaé stosowania nadmiernej liczby
stopni w stosach soczewkowych, poniewaz zwigk-
sza to ogbélng diugosé wyrzutni elektronowej i nad-
miernie powieksza koszty wytwarzania wyrzutni.
Poza tym analiza teoretyczna udowadnia, ze do-
datkowe stopnie, jezeli ich liczba przekracza sie-
-dem, powoduja bardzo male zmniejszenie abera-
cji soczewki. '

3. Wspédlczynnik proporcjonalnosci miedzy réw-
‘nolegly sekcja wejéciowa soczewki a széregows
sekcja wyjSciowyg soczewki powinien byé wybie-
rany z uwzglednieniem mnastepujgcych okolicz-
noscei:

(a) Spadek mnapiecia ma stopniu sekcji wejscio-
‘wej gléwnej soczewki skupiajgcej ma byé utrzymy-
‘'wany w WwWymaganych granicach, jak zaznaczono
_powyzej.

(b) W przypadku wyrzutni elektronowej 10 od-
powiednie napiecie ma byé odprowadzone poprzez
-odczep z gléwmej soczewki skupiajgcej stosu so-

10

§0

10

czewkowego celem przylozenia tego mapigcia do
elektrody G3.

¢¢) Punkt zalamania krzywej odwzorowujgcej
rozklad potencjaiu wadluz gléwnej soczewki sku-
piajagcej ma byé usytuowany t¢ak, aby ta krzywa
rozkladu potencjalu byla zblizona do ideatu, ja-
kim jest krzywa wykladnicza.

Zostalo przez nas stwierdzone, ze krzywa rozkla-
du potencjalu dla soczewki jest optymalna, gdy
punkt zalamamia miedzy dwoma odcinkami pro-
stych, odwzorowujgcych rozklad potencjalu wzdluz
sekcji soczewki znajduje sie w punkcie, w kt6-
rym warto$¢ potencjalu jest rowna Sredniej geome-
trycznej z wartosci potencjaléw: ogniskujgcego
przylozonego do elektrody G4 i przys$pieszajacego
przylozonego do elektrody G5. Najwiekszg abera-
cje obserwuje sie¢ w punkcie wejécia wigzki elek-
troné6w do soczewki z elektrody G4. Zgodnie z
tym przesuniecie punktu zalamania krzywej roz-

- kladu potencjaléw wzgledem punktu, w ktérym

warto$¢ potencjalu jest réwma $redniej geometry-
cznej z tych dwéch warto$ci w. kierunku napiecia.
ogniskujacego bedzie powodowalo szybkie zwieksze-
nie aberacji, o wiele szybsze, niz odpowiednie prze-
suni¢cie w innym kierunku — w kierunku napiecia
przyspieszajacego. ’

Figury 6, 7 i 8 schematycznie przedstawiaja
modyfikacje konstrukcji soczewki rezystywnej wy-
rzutni elektronowej 10, réznigce sie charakterem
krzywej rozkladu potencjaléw wzdiuz struktury so-
czewkowej. Fig. 6 schematycznie przedstawia wy-
rzutnie elektronows 10, szczegélowo przedstawio-
ng na fig. 1 i fig. 2, w ktérej gléwna soczewka
G4 — G5 zawiera siedem stopni, a wtéma so-
czewka G3 — G4 zawiera trzy stopnie. Soczewka
wtérna jest réwnolegla do pierwszyeh trzech
stopni gléwnej soczewki, przez co zalamanie krzy-
wej rozkladu potencjaléw jest przesuniete wzgle-
dem $redniej geometryczej tylko o 0,6 kV w kie-
runku mniejszych wartodci. Wyrzutnia elektrono-
wa przedstawiona ma fig. 6 jest  skonstruowana
tak, aby mogla pracowaé¢ przy potencjale przy-
$pieszania réwnym 30 kV na elektrodzie G5 i po-
tencjale ogniskujacym réwnym 5,5 kV na elektro-
dzie G4. Taka budowa wyrzutni powoduje, ze do
elektrody G3 powinno byé doprowadzone napie-
cie rowne 12,2 kV, a maksymalny spadek napie-
cia na jednym bloku ma miejsce w sekcji wyj-
Sciowej glownej soczewki i wynosi 4,5 kV na je-
den blok rezystywny. Nachylenie krzywej rozkla-
du potencjalow w soczewce wtérnej miedzy elek-
trodami G3 — G4 jest r6wne co do wartosci bez-
wzglednej, lecz o przeciwnym znaku, ‘nachyleniu
krzywej rozkladu potencjalow w sekcji wejscio-
wej glownej soczewki ogniskujacej, do ktérej jest
réwnolegla. Poniewaz te dwie réwnolegle sekcje
maja jednakowa liczbe blokéw rezystywnych, mna-
chylenie krzywej rozkladu potencjaléw dla sekcji
wejsciowej glownej soczewki wynosi jedng drugg
nachylenia rozkladu potencjaléw dla jej sekcji
wyjéciowej. Tak wige rozklad potencjaléw wzdtuz
sze$ciu stopni soczewki ogniskujgcej wyrzutni ele-
ktronowej przedstawia sie¢ nastepujgco:
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Nachyi,en,ie
krzywej rozkiadu

Stopnie soczewki '
’ potencjalow

(1) Pierwsza przewodzaca .
elektroda G3~ ' 0
(2) Pierwsza soczewka
rezystywna 32
(3) Pruga przewodzaca
elektroda G4 0
I (4) Druga rezystywna g
soczewka (sekcja
wejSciowa soczewki 30)
(5) Trzecia soczewka
rezystywna (wyjsciowa
1 sekeja soczewki 30)
-{6) Trzecia- elektroda
priewodzaca 0

+ 28

gdzie S jest wartoScia dodatnig nachylenia.

Figura 7 schematycznie przedstawia zmodyfiko-
wang strukture ukladu soczewkowego przedsta-
wionego na fig. 6 z jednakowa liczbag stopni w
kazdej z dwoich soczewek, lecz w. ktérej elektro-
da plytkowa z odczepem w soczewce gléwnej jest
usytuowana o. jeden stopienn blizej do elektrody
G5, przez co zalamanie krzywej rozkiadu poten-
cjalbw ma miejsce w punkcie o potencjale wiek-
szym o okolo 168 kV od sredniej geometrycznej
z wWartoéci potencjaléw elektrod koncowych struk-
tury socaéwki. W wyniku -dwie réwnolegle sekcje
maja niejednakowe rozmiary i otrzymuje sig
krzywe rozkladu potencjalébw o niejednakowym
naohyleniu w odpowiednich sekcjach. Z tego po-
wodu stosunek nachylen krzywych rozkladu po-
tencjaléw dla sekcji wejSciowej i wyjsSciowe]j
gtownej soczewki ogniskujacej wynosi okolo 1:2,3.
W konstrukeji soczewkowej przedstawionej na
fig. 7 napigcie doprowadzane z odczepu do elek-
trody G2 wynosi 144 kV i maksymalny spadek
napiecia na jednym bloku w gléwnej soczewce
ognisltujacej wynosi 5,2 kV. Analiza przeprowa-
dzona za pamocq elektronicznej ~maszyny cyfro-
wej pokazuje, Ze taka wyrzutnia odznacza sie
minimalng aberacja, ktora jest zasadniczo iden-
tyczna z aberacja wywolywang wyrzutniq elektro-
nowq przedstawiona na fig. 8. Poza tym uwaza-
ne jest za pozyteczne zwigkszenie napiecia mna
elekirodzie G8 powyzej 14,4 kV, jednakze nie jest
pozadane ze wzgledu na zwiekszenie spadku na-
piecia przypadajacego na jeden blok, ktéry to
spadek wynosi 5,2 kV.

Figura 8 schematycznie przedstawia zmodyfi-
kowang strukture wyrzutni elektronowej, przed-
stawionej na fig. 6. Modyfikacja polega na zwiek-
szeniu o jeden liczby stopni w soczewce wtér-
nej G3 — G4, na wyeliminowaniu jednego stop-
nia z soczewki gléwnej G4 — G5 i umieszezeniu
odezepu dla doprowadzenia z napiecia do elektro-
dy G8 miedzy drugim a trzecim stopniami soczew-
ki gléwnej. W wyniku uzyskuje si¢ punkt zatama-
nia Xrzywej rozkladu  potencjaléw przesuniety o
1,2 kV wzgledem $redniej geometrycznej zpotencja-
16w doprowadzanych do koficowych elektrod soczew-

10

15

60

12

ki w kierunku mniejszych potencjaléw. Nachylenie:
krzywej rozkladwpotencjalow wzdiui soczewki wtor-
nej jest o wiele mniejsze od nachylemia krzywej:
rozkladu potenejalow - wzdluz réwnoleglej sekeji
wejtciowej soczewki gléwnej, a stosunek nachylefi
krzywych rozkladu potencjalow dla sekcji wejdeio--
wej i wyjsciowej. soczewki gilownej wynosi 1:1,5.
Spadek napieeia przypadajacy na jeden blok struk--
tury wynosi okolo 4,6 kV. Analiza przeprowadzona
za pomocy elektronicznej maszyny cyfrowej poka-
zuje, ze taka wyrzutnia odznacza sie znacznie gor--
szymi wlasciwosciami z punktu widzenia aberacii,.
niz wyrzutnia przedstawiona na fig. 6 i fig. 7. Jest
to najwyraZniej wynikiem raczej przyjecia stosun-
ku nachylen odcinkéw krzywych rozkiadu potencja-
16w wzdtuz odpowiednich sekcji soczewki rémmego
1:1,5 réznigcego sie od stosunku optymalnego. Taka
wyrzutnia ma réwniez niekorzystnie male napiecie
na elektrodzie G3 wynoszgce 11,6 kV przy takim
samym spadku napiecia na jeden blok rezystyw-
ny rownym 4,6 kV, jak w przypadku wyrzutnj z
fig. 6

Przy projektowaniu soczgwek 39 i 32 dla takich
wyrzutni elektronowych, jaka jest przedstawiona.
na fig. 1 i fig. 2, napigcie przyspieszajaece dopro-
wadzane do elektrody G5 jest dobierane w pierw-
szej kolejnosci, na  przyklad, z punktu widzenia
uzyskania wymaganej wydajnosci Swietlnej i z
uwzglednieniem innych ogélnych wymagan ukla-
dowych. Napiecie odprowadzone z odczepu struktu-
ry soczewkowej do elektrody G3 jest wybierane z
punktu widzenia wymagan szczegbélowych dotyczg-
cych konstrukcji obszaru, w ktérym ksztaltuje sig
wigzka elektronéow. Na podstawie tych wybranych
napieé ustala sie wlasciwe napiecie ogniskujgce,
ktére ma zapewni¢ wlasciwe ogniskowanie wigzki
elektronéw kierowanej do obszaru soczewki ogni-
skujacej. Konstrukcja soczewki moze byé zatem
wyznaczona nastepujgcym réwnaniem:

Va — V; = 2V; — Vp)

S: S,

gdzie: V, — anodowe napigcie przySpieszajace na.

elektrodzie G5

V1 — napiecie posrednie odprowadzane za
pomocy odczepu do elektrody G3

Vr — napiecie ogniskujgce na elektrodzie G4

S, — liczba stopni w soczewce wtérnej 32.
i liczba stopni sekcji wejsciowej so-

. czewki 30

S; — liczba stopni w sekcji wyjsciowej so-

czewki gléwnej 30. '

Na przykiad, w przypadku wyrzutni elektrono-
wej przedstawionej na fig. 6
Va = 30 kV
Vi okoto 12 kV
Vg = okolo 5,5 kV

Z tego wynika, ze stosunek S,/S, wynosi 18/13
lyb, w przyblizeniu, 4/3, Tak wigc system soczew-
kowy jest zbudowany z czterech stopni w sekcji
wyjéciowej glownej soczewki ogniskuijacej i trzech
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:stopni w soczewce wtérnej G3 — G4 oraz trzech
.stopni w sekcji wyjsciowej glownej soczewki G4
-— G5,

Figury 9, 10 i 11 schematycznie przedstawiajgq
4inne rozwigzania struktury soczewkowej 130 wy-
rzutni elektronowej 110. Fig. 9 przedstawia struk-
‘ture sbczewkowa dokladnie takg, jaka jest opisa-
na w odniesieniu do wykonania wyrzutni elektro-
nowej 110 przedstawionej na fig. 5. W tej struktu-
rze soczewkowej soczewka sklada sie ogélem z sze-
Sciu stopni. Pierwsze dwa stopnie, ktére tworza
sekcje wejSciowy soczewki, sa réwnolegle do osob-
nego dwustopniowego stosu rezystywmego, ktory
stanowi cze$é tejze struktury soczewkowej i ktory
jest utworzony z elektrod plytkowych 134, ktore
sq réwniez czeSciami sktadowymi sekcji wejsSciowej
soczewki. W przypadku wyboru napiecia przyspie-
szajacego rownego 25 kV i napiecia ogniskujacego
rownego 6 kV zatamania krzywej rozktadu poten-
cjaléow wazdluz struktury soczewkowej ma miejsce
przy wartosci napiecia réwnego 9,8 kV, co 0 2,4 kV
ponizej Sredniej geometrycznej z doprowadzonych
napieé do elektrod struktury soczewkowej. Przy
tym maksymalny spadek napiecia przypadajacy
na jeden blok rezystywny wynosi okolo 3,8 kV.
Napiecie odprowadzane za pomocy odczépu ze
struktury soczewkowej do elekirody G3 wynosi
13,6 kV. Przy tym odczep jest usytuowany miedzy
trzecim a czwartym stopniem.

Struktura przedstawiona scematycznie na fig. 10
r6zni sie od przedstawionej na fig. 9 tylko tym, ze
odczep dla zasilania elektrody G3 jest umieszczony
miedzy drugim a trzecim stopniem gléwnej so-
czewki ogniskujgcej, co odpowiada napieciu 9,8 kV,
ktére jest doprowadzone do elektrody G3.

Przedstawiona ma fig. 11 struktura soczewkowa
roémi sie od struktury przedstawionej na fig, 9
tylko tym, ze zamiast pierwszych dwéch stopni
glownej soczewki ogniskujgcej zréwnoleglone sa
trzy stopnie tej soczewki z drugim stosem rezy-
stywnym. W wyniku tego zalamanie krzywej roz-
kiladu potencjaléw dla gléwmej soczewki ma miej-
sce W punkcie przesunietym tylko o 0,1 kV wzgle-
dem $redniej geometrycznej z mapieé doprowadzo-
nych do struktury soczewkowej w kierunku wyz-
szych potencjaléw. Odczep dla zasilania elektrody
G3 jest usytuowany miedzy trzecim a czwartym
stopniem i zapewnia doprowadzenie do elektrody
‘G3 mapiecia rownego 12,3 kV.

Struktura soczewkowa 130 wyrzutni elektrono-
‘wej 110 odznacza si¢ nieco odmiennymi parame-
trami w poré6wnaniu z parametrami wyrzutni ele-
ktronowej 10. W strukturze soczewkowej 130 sto-
sunek mnachylen krzywych rozkladu potencjalow
dla sekcji wejsciowej i wyjsciowej soczewki glow-
nej zawsze wynosi 1:2, poniewaz dwa Téwnolegle
Tezystywne stosy soczewkowe zawsze zawierajg
jednakowsg liczbe bloké6w rezystywnych. Zmienia-
‘nie stosunké6w machylen w taki sposéb, w jaki
Tealizuje sie to w odniesieniu do wyrzutni elek-
tronowej 10 przedstawionej na fig. 6 — 8 mie
Jjest mozliwe w przypadku wyrzutni elektronowej
takiej, jaka jest przedstawiona na fig. 5. Z dru-
giej strony wybér wartosci napiecia doprowadza-
mego za pomocyg odczepu do elektrody G3 jest cal-
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kowicie miezalezny od kostrukcji réwmnoleglej a
jedynie tylko od rozkladu potencjaléw w soczew-
ce 130.

Przy projektowaniu struktury soczewkowej 130
napiecie przyspieszajace i napiecie posrednie od-
prowadzane za pomocyg odczepu do elektrody G3
s3 dobierane, a napiecie ogniskujace jest ustala-
ne w taki sam spos6b, jak dla wyrzutni elektro-
nowej 10. Nastepnie jest dobierana ogélna liczba
stopni dla soczewki oraz liczba stopni w réwno-
leglej sekcji wejSciowej. Dobor ten powinien od-
powiadaé podstawowym wymaganiom dotyczacym
wytrzymatoSci elektrycznej struktury i maksymal-
nemu dostosowaniu krzywej rozkiladu potencja-
16w w soczewce do idealu, jakim jest krzywa
wykladnicza. Na tej podstawie okre$la sie krzy-
wa rozkladu potencjaléw, a spadek napiecia przy-
padajacy na jeden blok mezystywny oblicza sie
wedlug nastepujacego wzoru:

VA — Vg
napiecie na jeden blok = ——,
St — Sgn
gdzie: V4, — anodowe mnapiecie  przyS$pieszajace

doprowadzane do G5
Vr — napigcie ogniskujace doprowadzane
do G4 .
Sy — ogblna liczba stopni w soczewce glow-
nej
Sg — liczba stopni w sekcji wejsciowej w
soczewce gléwnej

Na przyklad, w przykladzie struktury soczewko-
‘wej przedstawiomej ma fig. 9:

Va = 25 kV
Vr = 6 kV
Sr =61
Sg = 2.

W tym przypadku obliczone mapiecie przypada-
jace na jeden blok wynosi 3,8 kV.

Poniewaz odprowadzane za pomocy odczepu ha-
pigcie dla elektrody G3 jest caltkowicie niezalez-
ne od ustalonego stosunku mnachylefA krzywych
rozkladu potencjaléw, w strukturze soczewkowej
130 dla wyrzutni elektronowej 110 elektroda G3
moze byé wyeliminowana, Na przyklad, w naj-
prostszym przykladzie realizacji wynalazku struk-
tura soczewkowa 130 zastosowana w wyrzutni
elektronowej moze stanowié zwykly dwupoten-
cjalowg soczewke skupiajacg. Moéwiac ogélnie,
struktura soczewkowa 130 moze byé zastosowana
w rénych modyfikacjach wyrzutni elektronowej,
w ktérych ogniskowanie elektrostatyczme jest za-
pewnione poprzez wytworzenie prostej réznicy
potencjaléw miedzy dwoma elektrodami w jednym
lub w wiekszej liczbie punktéw wyrzutni elektro-
nowej. Nie mniej ze wzgledu na wymagania sta-
wiane plamce S$wietlnej w wyrzutniach trojwiagz-
kowych, jakie s3 opisane w odniesieniu do fig. 5,
korzystnym jest, aby w takich wyrzutniach elek-
tronowych byly stosowane nowe rezystywne struk-
tury soczewkowe 130 zapewniajagce odpowiedni
rozklad potencjalow wzdluz tej soczewki,
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1. Wyrzutnia elektronowa zawierajaca podtuine
wsponniki z mateniatu izolacyjnego oraz zamonto-
wane kolejno ma tych wspornikach elementy skta-
dowe wyrzutni takie, jak katody, ktérych pa-
wierzchnie czolowe sa pokryte warstwa emituja-
c3 elektrony, siatkowa elektroda sterujgca, siatko-
wa elektroda ekranujaca, pierwsza elektroda so-
czewkowa, ‘druga elektroda soczewkowa, .trz).ecia
elektroda soczewkowa, rezystancyjna struktura
soczewkowa usytuowana i elektrycznie wilgczona
miedzy dwoma elektrodami soczewkowymi, sklada-
jaca sie ze stosu ulozonych ma przemian elektrod
plytkowych z otworami dla przejscia wigzek elek-
tronéw emitowanych \przez katody i rezystancyj-
nych blokéw dystansowych, ktéry to stos stanowi
elektirycznie ciggly strukture soczewkowsg od jed-
nego jego konca do drugiego, oraz przewodniki
pragdu elektrycznego polaczone z elektrodami so-
czewkowymi  przeznaczonymi do doprowadzania
do elektrod soczewkowych napigcia skupiajacego
i przysSpieszajacego, ktére to napiecia powoduija
przeplyw pradu elektrycznego przez rezystywna
strukture soczewkowsq, znamienna t{ym, ze rezy-
stywna struktura soczewkowa (130) jest wilgczona
miedzy druga (122), a trzecig (123) elektrodami
soczewkowymi i sktada si¢ z dwoch sekceji, z kto-
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rych pierwsza sekcja zawiera miedzy kazda parg.

kolejnych elektrod plytkowych (134) kilka rezy-
stywnych blokéw dystansowych (140), a druga sek-
cja zawiera miedzy kazdg parg kolejnych elektrod
plytkowych (134) mmiejsza = liczbe rezystywnych
blokéw dystansowych (140), przy czym wszystkie

bloki dystansowe rezystywnei struktury soczew--
kowej (130) maja jednakows rezystancje, a pole:

elekiryczne wytworzone przeplywajacym przez
strukture (130) pradem elekirycznym na odecinku
wyznaczonym przez pierwszy sekcje struktury so-
czewkowej (130) odznacza sie mniejszym gradien-
tem potencjalu miz pole elektrycznme ma odecinku
wyznaczonym przez druga sekcje struktury so-
czewkowej (130).

2. Wyrzutnia wediug zastrz. 1, znamienna tym,.

ze kazdy stopien pierwszej sekcji struktury so-
czewkowej (130) zawiera dwa rezystywme bloki
dystansowe (140), a kazdy stopien drugiej sekcji

struktury soczewkowej (130) zawiera jeden rezy-

stywny blok dystansowy (140).

3. Wyrzutnia wedlug zastrz. 1 albo 2, znamien-
na tym, ze elektroda plytkowa (134) usytuowana
miedzy pierwszg a drugg sekcjg rezystywnej

struktury soczewkowej (130) jest polaczona prze-
wodnikiem elektrycznym (154) z pierwszg elektro-
da soczewkowsg (120).
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